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Procdde de realisation de circuits integres d double connectique. 


(57) Selon invention, on realise deux ou trois 
series de plots conducteurs (14, 16, 18) et on 
degage en fin de proc6d6, dans la couche de 
passivation, la ou les series d6sirees. 

Application dans la technique des circuits 
int6gr6s. 
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La presente invention a pour objet un proced6 de 
realisation de circuits integres k double connectique. 
Elle trouve una application dans la technique des cir- 
cuits int6gres et en particulier dans la realisation de 
circuits de commande d'ecrans d'affichage, notam- 
ment k cristaux liquides. 

Uintegration des circuits electroniques soul^ve, 
entre autres probl6mes, celui de la realisation des 
connexions 61ectriques entre le circuit integre et 
Texterieur. Cette technique des connexions est 
connue aujourd'hui sous le nom de connectique. Plus 
la densite d'integration augmente, plus le nombre 
d'entrees/sorties s'eieve et plus difficile est le pro- 
bieme de connectique. 

On connait un certain nombre de techniques per- 
mettant d*etablir de telles connexions et par exemple, 
la technique dite TAB pour "Tape Automated Bon- 
ding" ou liaison automatis^e ^ bande. Elle consiste ^ 
former des plots conducteurs repartis autour de la 
zone active de la puce et relies aux circuits electroni- 
ques implantes dans ce!le-ci, et ^ venir souder des 
pattes conductrices sur ces plots conducteurs. 

On peut trouver une description detailfee de cette 
technique par exemple dans I'ouvrage edite par S.M. 
SZE et intitule "VLSI Technology", McGraw-Hill Inter- 
national Book Company. 

Dans certains cas, notamment pour les circuits k 
tres forte densite d'integration, on prefere eviter 
I'emploi de liaisons intermedia ires et utiliser la techni- 
que dite COG pour "Chip On Glass" ou puce sur verre, 
ou encore COX pour "Chip On X", c*est-^-dire puce 
sur materiau X. Selon cette technique, on reporte ia 
puce par multiples collages ou brasures obtenues par 
refusion, directement sur le support en verre (ou en 
ceramique ou en tout autre materiau compatible, y 
compris les circuits imprimes speciaux). 

Pour un circuit integre donne, le type de connec- 
tique est determine par avance et est realise au cours 
du precede de realisation du circuit Les plots metalli- 
ques sont realises tors des demieres operations de 
fabrication, notamment au cours d'une operation de 
metallisation. Une couche de passivation (en oxydes, 
nitrures, polyimides ou autre) est ensuite deposee sur 
I'ensemble et. par gravure, les plots conducteurs sont 
degages pour que les connexions pulssent ensuite 
s'effectuer. 

Les applications d'un circuit integre donne sont 
done determinees non seulement par les fonctions 
electroniques remplies par ce circuit mais aussi par la 
connectique qui a 6te choisie. II y a 1^ une limitation, 
dans la mesure ou un circuit integre ^ fonctions elec- 
troniques donnees pourrait, dans certains cas, servir 
k d'autres applications s'il presentait une autre 
connectique (par exemple une connectique COG au 
lieu d'une connectique TAB). 

La presente invention a justement pour but de 
remedier ^ cet inconvenient. 

A cette fin, Tinvention propose un precede de rea- 


lisation qui menage plusieurs possibilites de 
connexion jusqu'^ la derniere operation, laquelle defi- 
nit en dernier lieu celle ou celles des variantes rete- 
nue(s). II est alors possible de realiser des circuits 
5 integres pouvant servir ^ des applications differentes 
et cela avec un seut precede de fabrication, seule la 
derniere etape de gravure de la couche de passiva- 
tion etant specifique de la connectique finalement 
choisie. II en resulte une diminution du cout et des 
10 deiais de fabrication. 

De fagon precise, la presente invention a pour 
objet un precede de realisation d'un circuit integre et 
ses meyens de connectique, comprenant des ope- 
rations de formation d'une zone active dans ia partie 
15 centrale d'une puce semi-conductrice et des opera- 
tions de fonmation de plots conducteurs de connexion 
repartis autour de ladite zone active, ce precede etant 
caracterise par le fait que, par lesdites operations de 
fonnation de plots conducteurs : 
20 - on forme une premiere serie de plots conduc- 

teurs ^ la peripherie de la puce, ces plots ayant 
une structure adaptee ^ la technologie de type 
"liaison automatisee k bande", dite encore "TAB", 

- on fomne une deuxieme serie de plots conduc- 
25 teurs entre la premiere serie et la zone centrale 

de la puce, ces plots ayant une structure adaptee 
aux technologies de type "puce sur verre" ou 
"puce sur materiau X", dites encore "COG" ou 
"COX", 

30 - on recouvre i'ensemble de la puce d'une cou- 

che de passivation, 

- on grave cette couche de passivation pour 
degager Tune au moins des deux series de plots 
conducteurs, selon la connectique finalenent 

35 desiree, 

Selon I'invention, on peut degager soit les plots 
TAB, soit les plots COG (ou COX), soit ^ la fois les 
plots TAB et les plots COG (ou COX). 

Dans une variante avantageuse pour eviter toute 

40 degradation des plots TAB ou COX, on fomne egale- 
ment une troisieme serie de plots conducteurs ayant 
une structure adaptee ^ la technique de test sous 
pointes, la gravure de la couche de passivation dega- 
geant ainsi Tune au moins des trois series de plots. La 

45 troisieme serie de plots n'est pas degagee si Ton a 
effectue le test sous pointes avant passivation et est 
degagee si Ton doit effectuer le test sous pointes 
apres passivation. 

De toute fagon, les caracteristiques et avantages 

50 de I'invention apparaitront mieux ^ la lumiere de la 
description qui va suivre, d'un exemple de realisation 
donne k titre explicatif et nullement limitatif. Cette des- 
cription se refere ^ des d ess ins annexes sur les- 
quels : 

55 - la figure 1 montre schematiquement, en vue de 

dessus, un circuit integre realise selon le precede 
de rinvention ; 

- la figure 2 illustre schematiquement la derniere 
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6tape du proc6d6 seion I'invention. 

II va de soi que, pour plus de clart6, les dessins 
annexes ne sont pas k T^chelle, On voit, tout d'abord, 
surlafigurie 1, une puce 10 defomne rectangulaire (ou 
6ventuellement carr6e) comprenant, dans sa partie 5 
centrale, una zone active 1 2 ou sont implant^s les cir- 
cuits. On trouve ^ la p6ripherie de la puce une rang6e 
14 de plots TAB, et, disposes entre la rang6e 14 et le 
circuit 12, des rang^es (par exemple trois) de plots 
COG (ou COX) references 16. Enfin, un alignennent io 
de plots 18 est pr6vu pour test sous pointes. Cette 
troisi^me s6rie peut occuper Tun des c6t6s de la puce. 

Les plots de la rang6e 14 sont rell6s aux plots des 
rangees 16 par des lignes conductrices non represen- 
tees, si ce n'est, et de mani^re tr6s sch6matique, is 
dans le coin sup6rieur gauche de la figure 1. 

Sur la figure 2, qui correspond ^ une coupe le long 
d'une rangee de plots COG, on voit, en outre, la cou- 
che de passivation 20 qui. dans ie cas iHustr§, a 6t6 
gravee uniquement ^ I'endroit des plots TAB 14 (les 20 
plots COG 16 n'ayant pas 6t6 d^gages). 


Revendications 
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1, Proc6d6 de realisation de circuits Int6gr6s et de 
leurs moyens de connectique, comprenant des 
operations de formation d'une zone active (12) 
dans la partie centrale d'une puce semi-conduc- 
trice (10) et des operations de formation de plots 30 
conducteurs de connexion repartis autour de 
ladite zone active (12), ce proced§ etant caract6- 
rise par le fait que, par lesdites operations de for- 
mation des plots conducteurs : 

- on forme une premiere serie (14) de plots 35 
conducteurs ^ la penph6rie de la puce, ces 
plots ayant une structure adapt6e ^ la techno- 
logie de type "liaison automatis6e S bande" 

dite encore TAB, 

- on forme une deuxi^me s§rie (16) de plots 40 
conducteurs entre la premiere s6rie (14) et la 
zone centrale (12) de la puce, cette deuxi^me 
s6rie ayant une structure adapt^e aux techno- 
logies de type "puce sur verre" ou "puce sur 
autre mat6riau", dites encore "COG" ou 45 
"COX", 

- on recouvre I'ensemble de la puce d'une 
couche de passivation (20), 

- on grave cette couche de passivation (20) 
pour d6gager Tune au moins des deux s6ries so 
de plots conducteurs (14, 1 6) selon la connec- 
tique finalement desir6e. 


geant ainsi Tune au moins des trois series (14, 1 6, 
18) de plots, la troisifeme s6rie (18) de plots 
n'etant pas dSgag^e si Ton a effectu^ un test sous 
pointes avant passivation et 6tant d^gag^e si Ton 
a effectue le test sous pointes apr^s passivation. 

3. Proc6d6 selon la revendication 1 . caract^rise par 
le fait qu'on realise la premiere s6rie (14) de plots 
conducteurs sous forme d'une rang6e rectangu- 
laire de plots dispos^e k la periph6rie de la puce. 

4. Proc6d6 selon la revendication 3, caract6ris6 par 
le fait qu'on realise la deuxifeme s6rie (1 6) de plots 
conducteurs sous fomne de plusieurs rangees 
rectangulaires de plots, ces rangees etant inscri- 
tes k rinterieur de la rangee constituent la pre- 
miere s6rie (14) de plots conducteurs. 

5. Precede selon la revendication 2, caracteris6 par 
le fait qu'on realise la troisieme serie (1 8) de plots 
de test sous forme d'une rang6e de plots dispo- 
see le long d'un ou de plusieurs des cotes du cir- 
cuit (12). 


2. Precede selon la revendication 1, caract6ris6 par 
le fait que Ton forme 6galement une troisi6me 
serie (18) de plots conducteurs ayant une struc- 
ture adaptee k la technique de test sous pointes, 
la gravure de la couche de passivation (20) d6ga- 
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